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 暫定版 データシート 

R2A20133BSP 
臨界モード PFCコントロール IC 

概要 

R2A20133Bは力率改善 (PFC) ブーストコンバータコントロール ICです。 

PFC制御は臨界モードを採用し、ゼロカレントスイッチングによる高効率・低スイッチングノイズを実現
します。 

臨界モードの特長であるゼロカレントスイッチングを、GND電流を利用して行うことで、チョークコイル
の 2次巻線を不要としております。 

フィードバックループ断線検出、2モード過電圧保護、過電流保護を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼
度の電源システムを構成できます。 

特長 

 最大定格 
 電源電圧 Vcc: 24V 
 動作接合温度 Tjopr: –40～+150°C 

 
 電気的特性 

 UVLO動作開始電圧 VH: 12V  0.8V 
 UVLO動作停止電圧 VL: 9.2V  0.7V 
 UVLOヒステリシス電圧 Hysuvl: 2.8V  0.7V 

 
 機能 

 臨界モードブーストコンバータコントロール 
 2モード過電圧保護と OVP2 
モード 1: 負荷急変時の電圧上昇を防止するダイナミック OVP 
モード 2: 定常時の過電圧を防止するスタティック OVP 
OVP2: 第 2の過電圧保護機能 

 フィードバックループ断線検出 
 過電流保護 
 負荷急変時の電圧降下を防止するダイナミック UVP 
 OFF時間制御機能 (周波数制限) 
 パッケージラインアップ: PbフリーSOP-8 (JEDEC) 

 
 

発注情報 

発注型名 パッケージ名称 パッケージコード パッケージ略称 テーピング略称 (数量)

R2A20133BSP#W5 — PRSP0008DJ-A SP W (2,500個/リール) 
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ピン配置 

( )

FB 1

RT 2

COMP 3

OVP2

VCC

OUT

GND

CS4

8

7

6

5

 

 

ピン機能 

ピン No. ピン名 機能 

1 FB エラーアンプ入力端子 (電圧帰還入力端子) 

2 RT ランプチャージ電流設定用抵抗接続端子 

3 COMP エラーアンプ出力端子 (位相補償端子) 

4 OVP2 過電圧検出入力端子 

5 CS ゼロ電流検出入力 + 過電流検出入力端子 

6 GND 接地端子 

7 OUT パワーMOSFETゲート駆動出力端子 

8 VCC 電源電圧入力端子 
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ブロックダイアグラム 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 注記 

電源電圧 VCC –0.3～+24 V  

OUT端子ピーク電流 Ipk-snk-out 
Ipk-src-out 

0.9 
–0.5 

A 3 

OUT端子 DC電流 Idc-snk-out 
Idc-src-out 

100 
–50 

mA  

COMP端子電流 Icomp +1 
–1 

mA  

RT端子電流 Irt –60～–2 A  

Vt-group1 –0.3～VCC 4 端子電圧 

Vt-group2 –0.3～+5.3 

V 

5 

CS端子電圧 Vcs –5～+0.3 V  

許容消費電力 Pt 0.68 W 6 

動作接合温度 Tj-opr –40～+150 °C  

保存温度 Tstg –55～+150 °C  

【注】 1. 定格電圧は、GND端子を基準とします。 

 2. 定格電流は、ICに流れ込む方向を(+)、吐き出す方向を(–)とします。 

 3. 容量性負荷を駆動する際の過渡的な電流です。 

 4. 以下の端子に対する電圧定格です。 

OUT 
 5. 以下の端子に対する電圧定格です。 

FB, COMP, OVP2, RT 
 6. R2A20133ASP(SOP)の場合: ja = 120°C/W 

この値は、40  40  1.6 [mm]、配線密度 10%のガラスエポキシ基板に実装時のものです。 
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電気的特性 

(Ta = 25°C, VCC = 12 V, CS = 0.1 V, FB = COMP, OVP2 = 0 V, RRT = 200 k) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

UVLO turn-on threshold Vuvlh 11.2 12 12.8 V  

UVLO turn-off threshold Vuvll 8.5 9.2 9.9 V  

UVLO hysteresis Hysuvl 2.1 2.8 3.5 V  

Standby current Istby — 130 250 A VCC = Vuvlh – 0.2 V 

Supply 

Operating current Icc — 1.8 2.6 mA  

Feedback voltage Vfb 2.472 2.510 2.548 V FB-COMP short 

Temperature stability dVfb — 80 — ppm/°C Ta = –40 to +125°C *1

Input bias current Ifb –0.40 –0.15 –0.05 A Measured pin: FB 

Open loop gain Av — 65 — dB *1 

Upper clamp voltage Vclamp-comp 3.65 4.10 4.3 V FB = 2.0 V 

COMP: Open 

Low voltage Vl-comp — 0.1 0.3 V FB = 3.0 V 

COMP: Open 

Source current1 Isrc-comp1 –13.5 –10 –6 A FB = 1.7 V 

COMP = 2.5 V 

Source current2 Isrc-comp2 Isrc-comp1

3.3 

Isrc-comp1

3.0 

Isrc-comp1

2.7 

A FB = 1.5 V 

COMP = 2.5 V 

Sink current Isnk-comp 6 10 13.5 A FB = 3.5 V 

COMP = 2.5 V 

Error 

amplifier 

Transconductance gm 25 46 75 s FB = 2.45V  2.55 V 

COMP = 2.5 V 

RAMP offset voltage Voff_ramp — 1.0 — V *1 

RAMP amplitude dVramp 2.90 3.1 3.3 V *2 

RT 

RT voltage V-rt 1.9 2.0 2.1 V  

ZCD threshold voltage Vzcd –4 0 4 mV  Zero 

current 

detector 
Input bias current Ics –58 –42 –25 A Vcs = 0 V 

Restart Restart time delay Tstart 75 150 330 s FB = 2.0 V, 

COMP = 2.5 V 

Off time 

control 

Minimum off time Toff-min 1.0 1.4 1.8 s  

【注】 1. 設計参考値 

 2. dVramp = Vclamp_comp – Voff_ramp 
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(Ta = 25°C, VCC = 12 V, CS = 0.1 V, FB = COMP, OVP2 = 0 V, RRT = 200 k) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

Rise time tr-out — 35 100 ns CL = 1000 pF  

tr

90%

10%

Fall time tf-out — 35 100 ns CL = 1000 pF  

tf

90%

10%

Vol1-out — 0.08 0.2 V Isink = 20 mA Out low voltage 

Vol2-out — 0.05 0.7 V Isink = 10 mA, VCC = 5 V 

Out 

Out high voltage Voh-out 11.5 11.8 — V Isource = –20 mA 

Over 

current 

protection 

OCP threshold voltage Vocp –0.63 –0.6 –0.57 V  

Dynamic OVP threshold voltage Vdovp — Vfb
1.040

— V *1 

Dynamic UVP threshold voltage Vduvp — Vfb
0.920

— V *1 

Static OVP threshold voltage Vsovp Vfb
1.075

Vfb
1.090

Vfb
1.105

V  

Static OVP hysteresis Hys-sovp 50 100 150 mV  

FB low detect threshold voltage Vfblow 0.25 0.3 0.35 V  

FB low detect hysteresis Hysfblow 0.16 0.20 0.24 V  

OVP2 threshold voltage Vovp2 Vfb
1.075

Vfb
1.090

Vfb
1.105

V  

Over & 

Under 

voltage 

protection 

OVP2 source current Isrc-ovp2 –0.40 –0.15 –0.05 A  

【注】 1. 設計参考値 
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波形タイミング 

1. 起動タイミング 

OUT

VREF GOOD

( )

COMP

FB
0.5V (Vfblow + Hysfblow)

VCC 12V (Vuvlh)

5.02V (Vref)

3.6V

1.0V (Voff_ramp)

VREF

( )

 

 

2. 停止タイミング 
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3. 臨界モードゲートドライブ 
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4. 過電圧保護 (SOVP) 
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5. FB low検出 
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6. 過電流検出 
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7. OFF時間制御 (周波数制限機能) 
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8. 過電圧保護 (OVP2) 

OVP2

Vovp2: Vfb × 1.09V

OUT OFF 2

( )

OUT
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システムブロックダイアグラム 
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外形寸法図 
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